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TIXV08 bis TIXV19
Gallium-Arsenid-Schottky-Barrier-Dioden

X-Band Mischdioden
Kleine Rauschzahl
Planar-Konstruktion
Hohe Zuverlédssigkeit

Mechanische Daten

Der Gallium-Arsenid-Kristall ist in ein Mikrowellen-Geh3use eingebaut. Es handelt sich hierbel um ein
hermetisch abgeschlossenes Keramik-Metallgehguse mit kleinen Gehdusekapazitaten.

Mafe n mm TV 1§  bis TIXV B T
e 1962029 580
2320008 saps - £,72008 ~er-37i000 = = ATH08 -7 108 e 4581
54208 ]
i - £

| i . 3

/ IS —

—d b OAt000

Tiay o8 bis TIXV N TIEW 12 bis TIXV 16 10,74013
Hupter, Gold plattiert

Absolute Grenzwerte®

Energie eines Einzelimpulses bei Ty = 25 °C (Bam. 1) 5erg
Dauer-DurchlaBstrom bei Ty = 25 °C (oder darunter) 100 mA
Lagerungstemperaturbereich —196°C bis +150°C
Bemerkung:

1. Nach Methode 4146 von MIL-STD 750A.
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Elektrische Grenzwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen type min typ max Einh.
Fa Breitbandrauschiaktor Up = 0, f = 8375 MHz, fzp = 30 MHz, TixV08 ] dB
Fzr = 1.5 dB (Bem. 2 u. 3) TIXV12
TIX1G
Ur = 0, f = 9375 MHz, fzp = 30 MHz, TIXV09 65 dB
Fzp = 1,5 dB (Bem. 2 und 3) TIXWV13
TIXV17
Up = 0, f = 9375 MHz, fzr = 30 MHz, TIXV10 7 dB
Fep = 1,5 dB (Bem, 2 und 3) TIXV14
TIXV1i8
Ug = 0, f = 9375 MHz, fzp = 30 MHz, TIEV11 7.5 dB
Fzy = 1,5 dB (Bem. 2 und 3) TIXV15
TIXV19
rgp  ZF-Impadanz Up =0, f = 9375 MHz, fzp = 30 MHz, Alle 130 180 230 @R

Fzp = 1,56 dB (Bem. 2 und 3)

VSWR Stehwellenverhditnis  Ug = 0, f = 9375 MHz, fzp = 30 MHz, Alle 13 1.5
Fzr = 1,5 dB (Bem. 2 und 3)

Bemerkungen:

2. Die Messungen wurden mit einer Oszillatorleistung zwischen 4 und 7 mW durchgeflhrt,
3. Einseitenband Fs und YSWR werden in einem festabgestimmten Aufbau gemessen.

4, Typlsche Gehduse-Kapazitdten und -Induktivititen sind:

TIXV0B, TIXV12, TIXV16
Breitbandrauschfaktor in Abh#ngigkelt
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